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【背景】アモルファス酸化物半導体をチャネル層に用いた薄膜トランジスタ (TFT) は成膜時の大面積

均一性，電界効果移動度，コスト面に優れ，次世代フラットパネルディスプレイのスイッチング素子

として注目されている．InGaZnOx (IGZO) をチャネル材料として用いた TFT は 10 cm2/Vs の以上の高い

電界効果移動度を有し，量産化が始まっている．しかし，更なる高移動度酸化物 TFT の実現が求めら

れている．酸化インジウムへ W をドーピングした InWOx TFT は，高い電界効果移動度 (40 cm2/Vs) と

優れた信頼性が報告されており[1, 2, 3], InOxへの Wと Znの同時ドーピングによる InWZnOx (IWZO) は

ターゲット密度を向上可能であることが報告されている[4]．本研究では IWZO TFT への中間アニール

処理の有無と加熱成膜による TFT特性と信頼性への影響を検討した． 

【実験内容】熱酸化膜付き Si 基板上に，メタルマスクを用い RFマグネトロンスパッタで IWZOを非加

熱から 245˚C までの設定温度で製膜．SiOx保護膜を成膜後，大気雰囲気 350˚C で１時間の中間アニー

ル処理を施した．TFT 作製後，窒素雰囲気 350˚C で１時間のアニール処理を行い，伝達特性・信頼性の

評価を行った． 

【実験結果・考察】非中間アニール IWZO TFT の伝達特性では成膜設定温度 190˚C の条件で閾値電圧

Vth≈-10 V, 245˚Cの条件で Vth<-15 Vであるのに対し（図 1），中間アニール処理を施した TFTの伝達特

性は Vth ≈-3 Vまでの改善が見られる（図 2）．中間アニール処理を施したサンプルに 60˚C の加熱環境

下でゲート 20 V，5000秒の正バイアス加熱ストレス印加試験 (PBTS) を行うと，成膜設定温度の上昇

に伴い Vth変動量が減少し信頼性の向上が確認できた（図 3）．以上より，IWZO TFT にて加熱成膜と SiOx

保護膜成膜後の中間アニール処理により良好な伝達特性・信頼性を持ち IGZO TFT の 3 倍程度の移動度

を持つ高移動度 TFTを作成可能であることを明らかにした． 
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 図 1 非中間アニール TFT特性

の成膜設定温度による影響 

 図 2 中間アニール TFT 特性

の成膜設定温度による影響 

 図 3 PBTS IWZO 成膜温度

による影響 
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